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1. Внешние требования

Таблица 1.1

  у4. уметь выполнять теоретическое и экспериментальное исследование в рамках поставленных задач

  з5. знать основные механизмы физических явлений, происходящих на наноуровне

  з6. знать основные физико-химические модели процессов, явлений и объектов в области

нанотехнологии и микросистемной техники

  у11. уметь применять современные методы расчета и анализа нано- и микросистем

  у3. владеть методами расчета параметров и основных характеристик моделей, используемых в

предметной области

  у5. владеть навыками и методиками разработки физико-математических моделей процессов, явлений и

объектов в области нанотехнологии и микросистемной техники

  у8. владеть практическими навыками работы с программными пакетами математического

моделирования

2. Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины

Таблица 2.1

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь

представление, знать, уметь, владеть)

Формы организации

занятий

Компьютерные технологии в научных исследованиях

ПК.3.у5 владеть навыками и методиками разработки физико-математических моделей

процессов, явлений и объектов в области нанотехнологии и микросистемной техники

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.3.у8 владеть практическими навыками работы с программными пакетами

математического моделирования

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.1.у4 уметь выполнять теоретическое и экспериментальное исследование в рамках

поставленных задач

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.3.у5 владеть навыками и методиками разработки физико-математических моделей

процессов, явлений и объектов в области нанотехнологии и микросистемной техники

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.1.у4 уметь выполнять теоретическое и экспериментальное исследование в рамках

поставленных задач

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.3.у8 владеть практическими навыками работы с программными пакетами

математического моделирования

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа



ПК.3.з6 знать основные физико-химические модели процессов, явлений и объектов в

области нанотехнологии и микросистемной техники

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.3.у3 владеть методами расчета параметров и основных характеристик моделей,

используемых в предметной области

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.3.у5 владеть навыками и методиками разработки физико-математических моделей

процессов, явлений и объектов в области нанотехнологии и микросистемной техники

Лекции; Лабораторные работы

ПК.3.з5 знать основные механизмы физических явлений, происходящих на наноуровне

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.3.у11 уметь применять современные методы расчета и анализа нано- и

микросистем

Самостоятельная работа

ПК.3.з6 знать основные физико-химические модели процессов, явлений и объектов в

области нанотехнологии и микросистемной техники

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.3.з5 знать основные механизмы физических явлений, происходящих на наноуровне

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.3.у3 владеть методами расчета параметров и основных характеристик моделей,

используемых в предметной области

Самостоятельная работа

ПК.3.у11 уметь применять современные методы расчета и анализа нано- и

микросистем

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.3.у8 владеть практическими навыками работы с программными пакетами

математического моделирования

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.1.у4 уметь выполнять теоретическое и экспериментальное исследование в рамках

поставленных задач

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.3.з5 знать основные механизмы физических явлений, происходящих на наноуровне

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.3.у11 уметь применять современные методы расчета и анализа нано- и

микросистем

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.1.у4 уметь выполнять теоретическое и экспериментальное исследование в рамках

поставленных задач

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа



ПК.3.з6 знать основные физико-химические модели процессов, явлений и объектов в

области нанотехнологии и микросистемной техники

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.3.у11 уметь применять современные методы расчета и анализа нано- и

микросистем

Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Самостоятельная

работа

ПК.3.з6 знать основные физико-химические модели процессов, явлений и объектов в

области нанотехнологии и микросистемной техники

Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Самостоятельная

работа



Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Самостоятельная

работа

ПК.3.у8 владеть практическими навыками работы с программными пакетами

математического моделирования

Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

Практические занятия;

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

3. Содержание и структура учебной дисциплины

Таблица 3.1

Темы лекций
Активные

формы, час.
Часы

Ссылки на

результаты

обучения
Учебная деятельность

Семестр: 1

Дидактическая единица: Введение в язык С/С++. Основные понятия и правила построения

программ на языке С/С++.

1. Программа на языке С.

Консольные приложения,

шаблон консольного

приложения,  консольное окно,

библиотечные функции, главная

функция, управляющая строка. 

Синтаксическая ошибка.

Методика поиска и устранения

ошибок. Программа на языке С.

2 4 1, 4, 5, 6, 7, 8 написание конспектов

Дидактическая единица: Функции языка С/С++.



2. Функции языка С. Правила

записи функций. Прототип

функции. Тело функции.

Функции языка С. Правила

записи функций. Формальные и

фактические параметры

функции. Основная форма

описания функции в языке С.

Оператор return. Точка с запятой,

скобки и комментарии.

Составной оператор. Правила

расположения операторов и

записи идентификаторов.

Исходный текст, объектный код,

компоновщик, библиотека, время

компиляции, время выполнения.

2 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 написание конспектов

Дидактическая единица: Базовые типы данных и их характеристика.

3. Переменные, константы,

операции и выражения. Правила

записи идентификаторов.

Базовые типы данных и их

характеристика. Правила

построения типов данных. 

Модификаторы и правила их

применения. Научный формат.

Интервалы изменения. Обратный

код. Основная форма объявления

переменных и отображение их в

памяти.  Правило видимости.

Места объявления переменных.

Глобальная и локальная

переменная. Правила записи

переменных. Константы в языке

С и их типы. Механизм

суффиксов. Восьмеричные и

шестнадцатеричные константы.

Двоичная запись

шестнадцатеричных чисел.

Строковые и символьные 

константы. Особенность их

представления. Нулевой байт.

Управляющие символы и

константы. Символьные

переменные и строки.

Одномерный массив. Основная

форма инициализации

переменной. Инициализация

локальных  и глобальных

переменных. Статическая и

динамическая инициализация.

2 4 3, 4, 5, 6, 7 написание конспектов

Дидактическая единица: Выражения. Функции ввода и вывода.



4. Выражения. Правила

автоматического приведения

типов. Конструкция

"приведение". Пример создания

простого графического

приложения на Visual С++ 6.0.

Функция ввода.

Форматированный ввод.

Прототип этой функции.

Команды формата. Задание

множества поиска. Функция

вывода. Форматированный

вывод. Прототип этой функции.

Команды формата. 

4 4 3, 4, 5, 6, 7 написание конспектов

Дидактическая единица: Операции языка С/С++.

5. Операции языка С. Знаки

операций языка С. Знаки

операций препроцессора. Пять

дополнительных операций в С++.

Операнды. Порядок выполнения

и приоритет операций.

Арифметические операции языка

С. Префиксная и постфиксная

формы. Старшинство

арифметических операций.

Операции отношения и

логические операции. Их

старшинство. Таблицы

истинности. 

4 4 3, 4, 5, 6, 7 написание конспектов

Семестр: 2

Дидактическая единица: Общие вопросы и основные особенности TCAD-моделирования.

1. Введение в

приборно-технологическое

моделирование. Особенности

TCAD Sentaurus.

0 2 24, 25 Конспектирование

Дидактическая единица: Моделирование технологических процессов в TCAD Sentaurus.

2. Sentaurus Process: создание

командного файла - состав языка

и системы координат.

0 2 26, 27 Конспектирование

3. Sentaurus Process: создание

командного файла - головная

часть, имплантация и диффузия.

0 2 26, 28 Конспектирование

4. Sentaurus Process: создание

командного файла - окисление,

травление, осаждение,

фотолитография и

вспомогательные команды.

0 2 26, 29 Конспектирование

6. Основные аналитические

модели операции ионной

имплантации.

0 2 32 Конспектирование

7. Основные аналитические

модели операции диффузии.
0 2 33 Конспектирование

8. Основные аналитические

модели операции термического

окисления.

0 2 34 Конспектирование



Дидактическая единица: Моделирование электрофизических параметров в TCAD Sentaurus.

5. Sentaurus Device: создание

командного файла - особенности

языка, логическая структура и

основные команды.

0 2 30, 31 Конспектирование

9. Основные электрофизические

модели переноса.
0 2 35 Конспектирование

Семестр: 3

Дидактическая единица: Инструментарий САПР БИС MAX+plusII. 

7. Инструментарий  САПР БИС

MAX+plusII. Традиционные

методы проектирования. Язык

проектирования VHDL.

0 6 10, 9 ведение конспекта

Дидактическая единица: САПР БИС "КОВЧЕГ".

6. Состояние и проблемы

развития современных САПР

СБИС. Кризис проектирования.

Требования к САПР СБИС

нового поколения. Основные

тенденции развития современных

САПР. Уровень развития САПР.

Маршрут проектирования

аналоговых и смешанных СБИС.

Блок схема основных стадий

проектирования аналоговых и

смешанных СБИС. САПР

радиотехнических интегральных

схем. Развитие САПР цифровых

СБИС. Развитие САПР

радиотехнических схем.

0 6 10, 9 ведение конспекта

8. Особенности проектирования

микросхем для государственных

структур. Требования к

микросхемам. САПР БИС

"КОВЧЕГ".Общие сведения о

БМК. Основные достоинства и

особенности БМК. Технологии

проектирования специальной

аппаратуры с применением БМК.

Технологии проектирования

ПЛИС-БМК и БМК-ПЛИС-БМК. 

0 4 10, 12, 13, 9 ведение конспекта

Дидактическая единица: Базовые матричные кристаллы

9. Общие сведения о БМК.

Основные достоинства и

особенности БМК. Технологии

проектирования специальной

аппаратуры с применением БМК.

Технологии проектирования

ПЛИС-БМК и БМК-ПЛИС-БМК. 

0 2 10, 12, 13, 9 ведение конспекта

Таблица 3.2

Темы лабораторных работ
Активные

формы, час.
Часы

Ссылки на

результаты

обучения
Учебная деятельность

Семестр: 1



Дидактическая единица: Программирование на языке С/С++.

1. Входной контроль знаний и

умений по информатике.
0 2 2, 3, 4, 5, 8

Тестирование на сайте ФЭПО

(Москва).

2. Программирование линейных

алгоритмов
0 2 1, 2, 4, 6, 7, 8

Подготовка к лабораторной

работе проводится по

методичке и конспекту

лекций. 

3. Программирование

разветвляющихся алгоритмов
0 2 1, 2, 4, 6, 7, 8

Подготовка к лабораторной

работе проводится по

методичке и конспекту

лекций. 

4. Программирование

циклических алгоритмов
0 2 1, 2, 4, 6, 7, 8

Подготовка к лабораторной

работе проводится по

методичке и конспекту

лекций. 
5. Программирование с

использованием одномерных

массивов

0 2 1, 2, 4, 6, 7, 8

Подготовка к лабораторной

работе проводится по

методичке и конспекту

лекций. 
6. Программирование с

использованием динамических

двумерных массивов

0 2 1, 2, 4, 6, 7, 8

Подготовка к лабораторной

работе проводится по

методичке и конспекту

лекций. 

7. Программирование с

использованием строк
0 2 1, 2, 4, 6, 7, 8

Подготовка к лабораторной

работе проводится по

методичке и конспекту

лекций. 

8. Программирование с

использованием структур
0 2 1, 2, 4, 6, 7, 8

Подготовка к лабораторной

работе проводится по

методичке и конспекту

лекций. 

9. Программирование с

использованием функций
0 2 1, 2, 4, 6, 7, 8

Подготовка к лабораторной

работе проводится по

методичке и конспекту

лекций. 
Семестр: 2

Дидактическая единица: Моделирование технологических процессов в TCAD Sentaurus.

1. Знакомство с TCAD Sentaurus:

моделирование технологии

изготовления

полупроводникового диода.

2 8 36, 37
Выполнение лабораторной

работы.

2. Множественные

вычислительные эксперименты в

TCAD Sentaurus.

1 4 36, 38
Выполнение лабораторной

работы.

Дидактическая единица: Моделирование электрофизических параметров в TCAD Sentaurus.

3. Моделирование

вольт-амперных характеристик

полупроводникового диода.

2 8 36, 39
Выполнение лабораторной

работы.

4. Сквозное

TCAD-моделирование ВАХ

биполярного транзистора.

2 8 36, 40
Выполнение лабораторной

работы.

5. Сквозное

TCAD-моделирование ВАХ

МДП-транзистора на

напряжённом кремнии.

2 8 36, 41
Выполнение лабораторной

работы.

Семестр: 3

Дидактическая единица: Проектирование VHDL-моделей электронных устройств.

1. Ввод принципиальной

логической схемы и разработка

топологии 8-канального таймера.

4 6

10, 12, 13, 15,

16, 17, 18, 19,

2, 20, 21, 22,

23, 4, 9

Подготовка к лабораторной

работе проводится по

методичке Богомолов Б. К.

"Основы проектирования

электронной компонентной

базы"  и конспекту лекций.



2. Проектирование топологии

библиотечного элемента БМК

серии 5503 и исправление

ошибок ввода логической схемы

8-канального таймера. Ввод

структурной VHDL модели XOR

5_1 в  САПР "Ковчег 3.02".

4 4

10, 12, 13, 15,

16, 17, 18, 19,

2, 20, 21, 22,

23, 4, 9

Подготовка к лабораторной

работе проводится по

методичке Богомолов Б. К.

"Основы проектирования

электронной компонентной

базы"  и конспекту лекций.

3. Система автоматизированного

проектирования "Ковчег 3.02".

Схемы одноразрядных двоичных

сумматора и полусумматора.

2 2

10, 12, 13, 15,

16, 17, 18, 19,

2, 20, 21, 22,

23, 4, 9

Подготовка к лабораторной

работе проводится по

учебнику Амосов В.В.

"Схемотехника и средства

проектирования цифровых

устройств" и конспекту

лекций.

4. Программирование на VHDL

(поведенческая модель) в  САПР

"Ковчег 3.02" RS- и  D-

триггеров. 

2 2

10, 12, 13, 15,

16, 17, 18, 19,

2, 20, 21, 22,

23, 4, 9

Подготовка к лабораторной

работе проводится по

учебнику Амосов В.В.

"Схемотехника и средства

проектирования цифровых

устройств" и конспекту

лекций.

5. Программирование на VHDL 

(структурная модель)в САПР

"Ковчег 3.02" RS- и  D- триггеров

и др. устройств. 

2 2

10, 12, 13, 15,

16, 17, 18, 19,

2, 20, 21, 22,

23, 4, 9

Подготовка к лабораторной

работе проводится по

учебнику Амосов В.В.

"Схемотехника и средства

проектирования цифровых

устройств" и конспекту

лекций.

6. Ввести в графическом виде и в

виде VHDL-модели устройство в 

САПР "Ковчег 3.02". 

2 2

10, 12, 13, 15,

16, 17, 18, 19,

2, 20, 21, 22,

23, 4, 9

Подготовка к лабораторной

работе проводится по

учебнику Амосов В.В.

"Схемотехника и средства

проектирования цифровых

устройств" и конспекту

лекций.

Таблица 3.3

Темы практических занятий
Активные

формы, час.
Часы

Ссылки на

результаты

обучения
Учебная деятельность

Семестр: 2

Дидактическая единица: Моделирование технологических процессов в TCAD Sentaurus.

1. Знакомство с TCAD Sentaurus:

моделирование технологии

изготовления

полупроводникового диода.

2 4 36, 37
Оформление и защита отчёта

по лабораторной работе №1.

2. Множественные

вычислительные эксперименты в

TCAD Sentaurus.

2 4 36, 38
Оформление и защита отчёта

по лабораторной работе №2.

Дидактическая единица: Моделирование электрофизических параметров в TCAD Sentaurus.

3. Моделирование

вольт-амперных характеристик

полупроводникового диода.

2 4 36, 39
Оформление и защита отчёта

по лабораторной работе №3.

4. Сквозное

TCAD-моделирование ВАХ

биполярного транзистора.

2 4 36, 40
Оформление и защита отчёта

по лабораторной работе №4.



5. Сквозное

TCAD-моделирование ВАХ

МДП-транзистора на

напряжённом кремнии.

1 2 36, 41
Оформление и защита отчёта

по лабораторной работе №5.

Таблица 3.4

Темы для самостоятельного

изучения

Активные

формы, час.
Часы

Ссылки на

результаты

обучения
Учебная деятельность

Семестр: 1

Дидактическая единица: Программирование на языке С/С++.

1. Темы самостоятельной работы

формулируются преподавателем

по результатом контрольных

недель и работ.

0 29
1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8

Содержание учебной

деятельности  формулируются

преподавателем по

результатом контрольных

недель и работ.

4. Самостоятельная работа обучающегося

№ Виды самостоятельной работы

Ссылки на

результаты

обучения

Часы на

выполнение

Часы на

консультации

Семестр: 1

1 РГЗ
1, 2, 21, 23, 3,

4, 5, 6, 7, 8
1 0

Разработка программ на С++:  Гужов В. И. Компьютерные технологии в науке и образовании

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / В. И. Гужов ; Новосиб. гос.

техн. ун-т. - Новосибирск, [2011]. - Режим доступа:

http://courses.edu.nstu.ru/index.php?show=155&curs=547. - Загл. с экрана.

2 Подготовка к занятиям
1, 2, 21, 23, 3,

4, 5, 6, 7, 8
0 2

:  Гужов В. И. Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс] :

электронный учебно-методический комплекс / В. И. Гужов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск,

[2011]. - Режим доступа: http://courses.edu.nstu.ru/index.php?show=155&curs=547. - Загл. с экрана.

3 Дополнительная учебная деятельность
1, 2, 21, 23, 3,

4, 5, 6, 7, 8
0 1

:  Гужов В. И. Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс] :

электронный учебно-методический комплекс / В. И. Гужов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск,

[2011]. - Режим доступа: http://courses.edu.nstu.ru/index.php?show=155&curs=547. - Загл. с экрана.

4 Подготовка к аттестации
1, 2, 21, 23, 3,

4, 5, 6, 7, 8
0 1

:  Гужов В. И. Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс] :

электронный учебно-методический комплекс / В. И. Гужов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск,

[2011]. - Режим доступа: http://courses.edu.nstu.ru/index.php?show=155&curs=547. - Загл. с экрана.

5
Самостоятельное изучение теоретического

материала

1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8
29 0

Студент изучает темы, приведенные в таблице 3.4 :  Гужов В. И. Компьютерные технологии в науке

и образовании [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / В. И. Гужов ;

Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2011]. - Режим доступа:

http://courses.edu.nstu.ru/index.php?show=155&curs=547. - Загл. с экрана.

Семестр: 2

1 РГЗ
24, 25, 32, 33,

34, 35
11 1

Выполнение индивидуального задания.:  Рахвалова М. Н. Методические рекомендации по

написанию и защите письменных работ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.

Н. Рахвалова ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2011]. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000160381. - Загл. с экрана.



2 Подготовка к занятиям

24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31,

32, 33, 34, 35

9 2

Изучение теоретического материала по темам лабораторных работ и оформление отчётов.: 

Моделирование нанотранзисторов в TCAD SENTAURUS : методическое руководство к

лабораторному практикуму для 4 курса РЭФ дневного отделения / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.:

С. В. Калинин и др.]. - Новосибирск, 2010. - 103 с. : ил., табл.. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000146909

3 Подготовка к аттестации

24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31,

32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39,

40, 41

9 2

Повторение теоретического материала по темам 2 семестра.:  Моделирование нанотранзисторов в

TCAD SENTAURUS : методическое руководство к лабораторному практикуму для 4 курса РЭФ

дневного отделения / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: С. В. Калинин и др.]. - Новосибирск, 2010. -

103 с. : ил., табл.. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000146909

Семестр: 3

1 Подготовка к занятиям

10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21,

22, 23

0 1

:  Система автоматизированного проектирования БИС "Ковчег 2.2" : методическое пособие для 3-4

курсов РЭФ (специальности 200100 и 201500) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К. Богомолов]. -

Новосибирск, 2005. - 77 с. : ил. Введение в микросхемотехнику : методическое пособие для 3-4

курсов факультета РЭФ (специальности 210303 и 210104) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К.

Богомолов]. - Новосибирск, 2006. - 33, [2] с. : ил., схемы. - Режим доступа:

http://www.library.nstu.ru/fulltext/metodics/2006/06_bogomolov.rar

2 Дополнительная учебная деятельность

10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21,

22, 23

0 0

:  Система автоматизированного проектирования БИС "Ковчег 2.2" : методическое пособие для 3-4

курсов РЭФ (специальности 200100 и 201500) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К. Богомолов]. -

Новосибирск, 2005. - 77 с. : ил. Введение в микросхемотехнику : методическое пособие для 3-4

курсов факультета РЭФ (специальности 210303 и 210104) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К.

Богомолов]. - Новосибирск, 2006. - 33, [2] с. : ил., схемы. - Режим доступа:

http://www.library.nstu.ru/fulltext/metodics/2006/06_bogomolov.rar

3 Подготовка к аттестации

10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21,

22, 23

0 1

:  Система автоматизированного проектирования БИС "Ковчег 2.2" : методическое пособие для 3-4

курсов РЭФ (специальности 200100 и 201500) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К. Богомолов]. -

Новосибирск, 2005. - 77 с. : ил. Введение в микросхемотехнику : методическое пособие для 3-4

курсов факультета РЭФ (специальности 210303 и 210104) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К.

Богомолов]. - Новосибирск, 2006. - 33, [2] с. : ил., схемы. - Режим доступа:

http://www.library.nstu.ru/fulltext/metodics/2006/06_bogomolov.rar



5. Технология обучения

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Деятельность Информационно-коммуникационные технологии

Информирование
e-mail:b_bogomolov@mail.ru; Личный типовой 
сайт:http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/346; Среда электронного
обучения НГТУ; ЭБС

Консультирование
e-mail:b_bogomolov@mail.ru; Личный типовой 
сайт:http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/346; Среда электронного
обучения НГТУ; ЭБС

Контроль
e-mail:b_bogomolov@mail.ru; Личный типовой 
сайт:http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/346; Среда электронного
обучения НГТУ; ЭБС

Размещение учебных
материалов

e-mail:b_bogomolov@mail.ru; Личный типовой 
сайт:http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/346; Среда электронного
обучения НГТУ; ЭБС

6. Правила аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется балльно-рейтинговая система
(БРС), позволяющая выставлять оценки по традиционной шкале и 15-уровневой ECTS.

Краткая информация о БРС приведена в табл. 6.1.

Оцениваемые виды деятельности обучающихся Максимальный балл

Таблица 6.1

Мин.

балл

Семестр: 1 

0
Контролирующие материалы  приводятся в "Система автоматизированного проектирования БИС "Ковчег 2.2" : методическое пособие для 3-4 курсов РЭФ

(специальности 200100 и 201500) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К. Богомолов]. - Новосибирск, 2005. - 77 с. : ил."

105
Контролирующие материалы  приводятся в "Гужов В. И. Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс] : электронный

учебно-методический комплекс / В. И. Гужов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2011]. - Режим доступа:

http://courses.edu.nstu.ru/index.php?show=155&curs=547. - Загл. с экрана."

6030
Контролирующие материалы  приводятся в "Гужов В. И. Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс] : электронный

учебно-методический комплекс / В. И. Гужов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2011]. - Режим доступа:

http://courses.edu.nstu.ru/index.php?show=155&curs=547. - Загл. с экрана."

105
Контролирующие материалы  приводятся в "Гужов В. И. Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс] : электронный

учебно-методический комплекс / В. И. Гужов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2011]. - Режим доступа:

http://courses.edu.nstu.ru/index.php?show=155&curs=547. - Загл. с экрана."

2010
Контролирующие материалы  приводятся в "Гужов В. И. Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс] : электронный

учебно-методический комплекс / В. И. Гужов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2011]. - Режим доступа:

http://courses.edu.nstu.ru/index.php?show=155&curs=547. - Загл. с экрана."

Семестр: 2 

189

4020

94



137
Контролирующие материалы  приводятся в "Рахвалова М. Н. Методические рекомендации по написанию и защите письменных работ [Электронный ресурс] :

учебно-методическое пособие / М. Н. Рахвалова ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2011]. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000160381. - Загл. с экрана."

2010
Контролирующие материалы  приводятся в "Моделирование нанотранзисторов в TCAD SENTAURUS : методическое руководство к лабораторному практикуму

для 4 курса РЭФ дневного отделения / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: С. В. Калинин и др.]. - Новосибирск, 2010. - 103 с. : ил., табл.. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000146909"

Семестр: 3 

0
Контролирующие материалы  приводятся в "Введение в микросхемотехнику : методическое пособие для 3-4 курсов факультета РЭФ (специальности 210303 и

210104) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К. Богомолов]. - Новосибирск, 2006. - 33, [2] с. : ил., схемы. - Режим доступа:

http://www.library.nstu.ru/fulltext/metodics/2006/06_bogomolov.rar"

189
Контролирующие материалы  приводятся в "Система автоматизированного проектирования БИС "Ковчег 2.2" : методическое пособие для 3-4 курсов РЭФ

(специальности 200100 и 201500) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К. Богомолов]. - Новосибирск, 2005. - 77 с. : ил."

6231
Контролирующие материалы  приводятся в "Система автоматизированного проектирования БИС "Ковчег 2.2" : методическое пособие для 3-4 курсов РЭФ

(специальности 200100 и 201500) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост. Б. К. Богомолов]. - Новосибирск, 2005. - 77 с. : ил."

2010
Контролирующие материалы  приводятся в "Богомолов Б. К. Проектирование БИС : лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Б. К. Богомолов

; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. радиотехники, электроники и физики. - Новосибирск, 2010. - 32, [2] с. : ил., табл.. - Режим доступа:

http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/bogom.pdf"

Коды

компетен

ций

ФГОС

Результаты  обучения
Формы контроля

Прочее

Таблица 6.2

Защита

РГЗ
Зачет

    В таблице 6.2 представлено соответствие форм контроля заявляемым требованиям к
результатам освоения дисциплины.

ПК.1
 у4. уметь выполнять теоретическое и экспериментальное исследование в рамках

поставленных задач
+ +

ПК.3
 з5. знать основные механизмы физических явлений, происходящих на

наноуровне
+ +

 з6. знать основные физико-химические модели процессов, явлений и объектов в

области нанотехнологии и микросистемной техники
+ +

 у11. уметь применять современные методы расчета и анализа нано- и

микросистем
+ +

 у3. владеть методами расчета параметров и основных характеристик моделей,

используемых в предметной области
+ +

 у5. владеть навыками и методиками разработки физико-математических моделей

процессов, явлений и объектов в области нанотехнологии и микросистемной

техники
+ +

 у8. владеть практическими навыками работы с программными пакетами

математического моделирования
++ +

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в приложении № 1   к рабочей
программе.

7. Литература

Основная литература



Дополнительная литература

Интернет-ресурсы



8. Методическое и программное обеспечение

8.1 Методическое обеспечение

8.2 Специализированное программное обеспечение 

9. Материально-техническое обеспечение 

Презентационное оборудование

№ Наименование Назначение

1 Презентационное оборудование
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер
для управления)

Презентационное оборудование
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер
для управления)

Компьютерный класс

№ Наименование Назначение

1 Компьютерный класс (Компьютеры
объединены в локальную сеть с выходом в
Internet )

В компьютерном классе выполняются
лабораторные работы.



Комплект оборудования

№ Наименование Назначение

1 Терминальный класс №40 Компьютеры используются в учебном
процессе
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1. Обобщенная структура фонда оценочных средств учебной дисциплины 

Обобщенная структура фонда оценочных средств по дисциплине Компьютерные техноло-

гии в научных исследованиях приведена в Таблице. 

Таблица 

  

Формируемые 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(знания, умения, 

навыки) 

Темы 

Этапы оценки компетенций 

Мероприятия 

текущего 

контроля 
(курсовой проект, 

РГЗ(Р) и др.) 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен, зачет) 

ПК.1/НИ готов-

ность формулиро-

вать цели и задачи 

научных исследо-

ваний в области 

нанотехнологии и 

микросистемной 

техники, обосно-

ванно выбирать 

теоретические и 

экспериментальные 

методы и средства 

решения сформули-

рованных задач 

у4. уметь выполнять 

теоретическое и 

экспериментальное 

исследование в рам-

ках поставленных 

задач 

 

Ввести в графическом виде и в 

виде VHDL-модели устрой-

ство в  САПР "Ковчег 3.02".  

Ввод принципиальной логиче-

ской схемы и разработка то-

пологии 8-канального тайме-

ра. Входной контроль знаний 

и умений по информатике. 

Выражения. Правила автома-

тического приведения типов. 

Конструкция "приведение". 

Пример создания простого 

графического приложения на 

Visual С++ 6.0. Функция вво-

да. Форматированный ввод. 

Прототип этой функции. Ко-

манды формата. Задание мно-

жества поиска. Функция вы-

вода. Форматированный вы-

вод. Прототип этой функции. 

Команды формата.   Операции 

языка С. Знаки операций язы-

ка С. Знаки операций препро-

цессора. Пять дополнитель-

ных операций в С++. Операн-

ды. Порядок выполнения и 

приоритет операций. Арифме-

тические операции языка С. 

Префиксная и постфиксная 

формы. Старшинство арифме-

тических операций. Операции 

отношения и логические опе-

рации. Их старшинство. Таб-

лицы истинности.   Перемен-

ные, константы, операции и 

выражения. Правила записи 

идентификаторов. Базовые 

типы данных и их характери-

стика. Правила построения 

типов данных.  Модификато-

ры и правила их применения. 

Научный формат. Интервалы 

изменения. Обратный код. 

Основная форма объявления 

переменных и отображение их 

в памяти.  Правило видимо-

сти. Места объявления пере-

менных. Глобальная и локаль-

ная переменная. Правила за-

писи переменных. Константы 

в языке С и их типы. Меха-

низм суффиксов. Восьмерич-

ные и шестнадцатеричные 

1 семестр 

РГЗ, разделы 1-4 

 

1 семестр 

Зачет, вопросы 1-23, 

1-10 

 

3 семестр 

Зачет, вопросы 1-10, 

1-10 

 



константы. Двоичная запись 

шестнадцатеричных чисел. 

Строковые и символьные  

константы. Особенность их 

представления. Нулевой байт. 

Управляющие символы и кон-

станты. Символьные перемен-

ные и строки. Одномерный 

массив. Основная форма ини-

циализации переменной. Ини-

циализация локальных  и гло-

бальных переменных. Стати-

ческая и динамическая иници-

ализация.  Программа на язы-

ке С. Консольные приложе-

ния, шаблон консольного при-

ложения,  консольное окно, 

библиотечные функции, глав-

ная функция, управляющая 

строка.  Синтаксическая 

ошибка. Методика поиска и 

устранения ошибок. Програм-

ма на языке С.  Программиро-

вание на VHDL в  САПР 

"Ковчег 3.02" RS- и  D- триг-

геров.  Программирование на 

VHDL в САПР "Ковчег 3.02" 

RS- и  D- триггеров и др. 

устройств.  Проектирование 

топологии библиотечного 

элемента БМК серии 5503 и 

исправление ошибок ввода 

логической схемы 8-

канального таймера. Ввод 

структурной VHDL модели 

XOR 5_1 в  САПР "Ковчег 

3.02". Система автоматизиро-

ванного проектирования 

"Ковчег 3.02". Схемы одно-

разрядных двоичных сумма-

тора и полусумматора. Темы 

самостоятельной работы фор-

мулируются преподавателем 

по результатом контрольных 

недель и работ. Функции язы-

ка С. Правила записи функ-

ций. Прототип функции. Тело 

функции. Функции языка С. 

Правила записи функций. 

Формальные и фактические 

параметры функции. Основная 

форма описания функции в 

языке С. Оператор return. Точ-

ка с запятой, скобки и ком-

ментарии. Составной опера-

тор. Правила расположения 

операторов и записи иденти-

фикаторов. Исходный текст, 

объектный код, компоновщик, 

библиотека, время компиля-

ции, время выполнения. 

ПК.3/НИ готов-

ность разрабаты-

вать физические и 

математические 

модели, проводить 

компьютерное мо-

делирование иссле-

з5. знать основные 

механизмы физиче-

ских явлений, про-

исходящих на нано-

уровне 

 

Ввести в графическом виде и в 

виде VHDL-модели устрой-

ство в  САПР "Ковчег 3.02".  

Ввод принципиальной логиче-

ской схемы и разработка то-

пологии 8-канального тайме-

ра. Инструментарий ТСАD 

1 семестр 

РГЗ, разделы 1-4 

 

1 семестр 

Зачет, вопросы 1-23, 

1-10 

 

3 семестр 

Зачет, вопросы 1-10, 

1-10 



дуемых физических 

процессов в области 

нанотехнологии и 

микросистемной 

техники 

Sentaurus. Раздел Sentaurus 

Process. Инструментарий 

ТСАD Sentaurus. Раздел Sen-

taurus Device. Инструментарий 

ТСАD Sentaurus. Раздел Sen-

taurus Structure Editor. 

Инструментарий ТСАD Sen-

taurus. Раздел Sentaurus Work-

bench. Инструментарий ТСАD 

Senaturus. Раздел Sentaurus 

TCAD for Manufacturing.  

Общие сведения о БМК. Ос-

новные достоинства и особен-

ности БМК. Технологии про-

ектирования специальной ап-

паратуры с применением 

БМК. Технологии проектиро-

вания ПЛИС-БМК и БМК-

ПЛИС-БМК.  Особенности 

проектирования микросхем 

для государственных струк-

тур. Требования к микросхе-

мам. САПР БИС "КОВ-

ЧЕГ".Общие сведения о БМК. 

Основные достоинства и осо-

бенности БМК. Технологии 

проектирования специальной 

аппаратуры с применением 

БМК. Технологии проектиро-

вания ПЛИС-БМК и БМК-

ПЛИС-БМК.   Программиро-

вание на VHDL в  САПР 

"Ковчег 3.02" RS- и  D- триг-

геров.  Программирование на 

VHDL в САПР "Ковчег 3.02" 

RS- и  D- триггеров и др. 

устройств.  Проектирование 

топологии библиотечного 

элемента БМК серии 5503 и 

исправление ошибок ввода 

логической схемы 8-

канального таймера. Ввод 

структурной VHDL модели 

XOR 5_1 в  САПР "Ковчег 

3.02". Система автоматизиро-

ванного проектирования 

"Ковчег 3.02". Схемы одно-

разрядных двоичных сумма-

тора и полусумматора. Состо-

яние и проблемы развития 

современных САПР СБИС. 

Кризис проектирования. Тре-

бования к САПР СБИС нового 

поколения. Основные тенден-

ции развития современных 

САПР. Уровень развития 

САПР. Маршрут проектиро-

вания аналоговых и смешан-

ных СБИС. Блок схема основ-

ных стадий проектирования 

аналоговых и смешанных 

СБИС. САПР радиотехниче-

ских интегральных схем. Раз-

витие САПР цифровых СБИС. 

Развитие САПР радиотехни-

ческих схем. 

 



ПК.3/НИ з6. знать основные 

физико-химические 

модели процессов, 

явлений и объектов 

в области нанотех-

нологии и микроси-

стемной техники 

 

Ввести в графическом виде и в 

виде VHDL-модели устрой-

ство в  САПР "Ковчег 3.02".  

Ввод принципиальной логиче-

ской схемы и разработка то-

пологии 8-канального тайме-

ра. Выражения. Правила авто-

матического приведения ти-

пов. Конструкция "приведе-

ние". Пример создания про-

стого графического приложе-

ния на Visual С++ 6.0. Функ-

ция ввода. Форматированный 

ввод. Прототип этой функции. 

Команды формата. Задание 

множества поиска. Функция 

вывода. Форматированный 

вывод. Прототип этой функ-

ции. Команды формата.   Об-

щие сведения о БМК. Основ-

ные достоинства и особенно-

сти БМК. Технологии проек-

тирования специальной аппа-

ратуры с применением БМК. 

Технологии проектирования 

ПЛИС-БМК и БМК-ПЛИС-

БМК.  Операции языка С. Зна-

ки операций языка С. Знаки 

операций препроцессора. Пять 

дополнительных операций в 

С++. Операнды. Порядок вы-

полнения и приоритет опера-

ций. Арифметические опера-

ции языка С. Префиксная и 

постфиксная формы. Стар-

шинство арифметических опе-

раций. Операции отношения и 

логические операции. Их 

старшинство. Таблицы истин-

ности.   Основные аналитиче-

ские модели операции диффу-

зии. Основные аналитические 

модели операции ионной им-

плантации. Основные анали-

тические модели операции 

термического окисления. Ос-

новные электрофизические 

модели переноса. Особенно-

сти проектирования микро-

схем для государственных 

структур. Требования к мик-

росхемам. САПР БИС "КОВ-

ЧЕГ".Общие сведения о БМК. 

Основные достоинства и осо-

бенности БМК. Технологии 

проектирования специальной 

аппаратуры с применением 

БМК. Технологии проектиро-

вания ПЛИС-БМК и БМК-

ПЛИС-БМК.   Переменные, 

константы, операции и выра-

жения. Правила записи иден-

тификаторов. Базовые типы 

данных и их характеристика. 

Правила построения типов 

данных.  Модификаторы и 

правила их применения. 

Научный формат. Интервалы 

1 семестр 

РГЗ, разделы 1-4 

 

2 семестр 

РГЗ 

 

1 семестр 

Зачет, вопросы 1-23, 

1-10 

 

2 семестр 

Зачет, все задания. 

 

3 семестр 

Зачет, вопросы 1-10, 

1-10 

 



изменения. Обратный код. 

Основная форма объявления 

переменных и отображение их 

в памяти.  Правило видимо-

сти. Места объявления пере-

менных. Глобальная и локаль-

ная переменная. Правила за-

писи переменных. Константы 

в языке С и их типы. Меха-

низм суффиксов. Восьмерич-

ные и шестнадцатеричные 

константы. Двоичная запись 

шестнадцатеричных чисел. 

Строковые и символьные  

константы. Особенность их 

представления. Нулевой байт. 

Управляющие символы и кон-

станты. Символьные перемен-

ные и строки. Одномерный 

массив. Основная форма ини-

циализации переменной. Ини-

циализация локальных  и гло-

бальных переменных. Стати-

ческая и динамическая иници-

ализация.  Программа на язы-

ке С. Консольные приложе-

ния, шаблон консольного при-

ложения,  консольное окно, 

библиотечные функции, глав-

ная функция, управляющая 

строка.  Синтаксическая 

ошибка. Методика поиска и 

устранения ошибок. Програм-

ма на языке С.  Программиро-

вание линейных алгоритмов 

Программирование на VHDL 

в  САПР "Ковчег 3.02" RS- и  

D- триггеров.  Программиро-

вание на VHDL в САПР "Ков-

чег 3.02" RS- и  D- триггеров и 

др. устройств.  Программиро-

вание разветвляющихся алго-

ритмов Программирование с 

использованием динамиче-

ских двумерных массивов 

Программирование с исполь-

зованием одномерных масси-

вов Программирование с ис-

пользованием строк Програм-

мирование с использованием 

структур Программирование с 

использованием функций 

Программирование цикличе-

ских алгоритмов Проектиро-

вание топологии библиотеч-

ного элемента БМК серии 

5503 и исправление ошибок 

ввода логической схемы 8-

канального таймера. Ввод 

структурной VHDL модели 

XOR 5_1 в  САПР "Ковчег 

3.02". Система автоматизиро-

ванного проектирования 

"Ковчег 3.02". Схемы одно-

разрядных двоичных сумма-

тора и полусумматора. Темы 

самостоятельной работы фор-

мулируются преподавателем 



по результатом контрольных 

недель и работ. Функции язы-

ка С. Правила записи функ-

ций. Прототип функции. Тело 

функции. Функции языка С. 

Правила записи функций. 

Формальные и фактические 

параметры функции. Основная 

форма описания функции в 

языке С. Оператор return. Точ-

ка с запятой, скобки и ком-

ментарии. Составной опера-

тор. Правила расположения 

операторов и записи иденти-

фикаторов. Исходный текст, 

объектный код, компоновщик, 

библиотека, время компиля-

ции, время выполнения. 

ПК.3/НИ у3. владеть метода-

ми расчета парамет-

ров и основных ха-

рактеристик моде-

лей, используемых в 

предметной области 

 

Входной контроль знаний и 

умений по информатике. Про-

грамма на языке С. Консоль-

ные приложения, шаблон кон-

сольного приложения,  кон-

сольное окно, библиотечные 

функции, главная функция, 

управляющая строка.  Синтак-

сическая ошибка. Методика 

поиска и устранения ошибок. 

Программа на языке С.  Про-

граммирование линейных ал-

горитмов Программирование 

разветвляющихся алгоритмов 

Программирование с исполь-

зованием динамических дву-

мерных массивов Программи-

рование с использованием 

одномерных массивов Про-

граммирование с использова-

нием строк Программирова-

ние с использованием струк-

тур Программирование с ис-

пользованием функций Про-

граммирование циклических 

алгоритмов Темы самостоя-

тельной работы формулиру-

ются преподавателем по ре-

зультатом контрольных 

недель и работ. 

1 семестр 

РГЗ, разделы 1-4 

 

 

1 семестр 

Зачет, вопросы 1-23, 

1-10 

 

3 семестр 

Зачет, вопросы 1-10, 

1-10 

 

ПК.3/НИ у5. владеть навыка-

ми и методиками 

разработки физико-

математических 

моделей процессов, 

явлений и объектов 

в области нанотех-

нологии и микроси-

стемной техники 

 

Ввести в графическом виде и в 

виде VHDL-модели устрой-

ство в  САПР "Ковчег 3.02".  

Ввод принципиальной логиче-

ской схемы и разработка то-

пологии 8-канального тайме-

ра. Входной контроль знаний 

и умений по информатике. 

Выражения. Правила автома-

тического приведения типов. 

Конструкция "приведение". 

Пример создания простого 

графического приложения на 

Visual С++ 6.0. Функция вво-

да. Форматированный ввод. 

Прототип этой функции. Ко-

манды формата. Задание мно-

жества поиска. Функция вы-

вода. Форматированный вы-

вод. Прототип этой функции. 

1 семестр 

РГЗ, разделы 1-4 

 

1 семестр 

Зачет, вопросы 1-23, 

1-10 

 

3 семестр 

Зачет, вопросы 1-10, 

1-10 

 



Команды формата.   Инстру-

ментарий ТСАD Sentaurus. 

Раздел Sentaurus Process. Ин-

струментарий ТСАD 

Sentaurus. Раздел Sentaurus 

Device. Инструментарий 

ТСАD Sentaurus. Раздел Sen-

taurus Structure Editor. 

Инструментарий ТСАD Sen-

taurus. Раздел Sentaurus Work-

bench. Инструментарий ТСАD 

Senaturus. Раздел Sentaurus 

TCAD for Manufacturing.  

Общие сведения о БМК. Ос-

новные достоинства и особен-

ности БМК. Технологии про-

ектирования специальной ап-

паратуры с применением 

БМК. Технологии проектиро-

вания ПЛИС-БМК и БМК-

ПЛИС-БМК.  Операции языка 

С. Знаки операций языка С. 

Знаки операций препроцессо-

ра. Пять дополнительных опе-

раций в С++. Операнды. По-

рядок выполнения и приори-

тет операций. Арифметиче-

ские операции языка С. Пре-

фиксная и постфиксная фор-

мы. Старшинство арифмети-

ческих операций. Операции 

отношения и логические опе-

рации. Их старшинство. Таб-

лицы истинности.   Особенно-

сти проектирования микро-

схем для государственных 

структур. Требования к мик-

росхемам. САПР БИС "КОВ-

ЧЕГ".Общие сведения о БМК. 

Основные достоинства и осо-

бенности БМК. Технологии 

проектирования специальной 

аппаратуры с применением 

БМК. Технологии проектиро-

вания ПЛИС-БМК и БМК-

ПЛИС-БМК.   Переменные, 

константы, операции и выра-

жения. Правила записи иден-

тификаторов. Базовые типы 

данных и их характеристика. 

Правила построения типов 

данных.  Модификаторы и 

правила их применения. 

Научный формат. Интервалы 

изменения. Обратный код. 

Основная форма объявления 

переменных и отображение их 

в памяти.  Правило видимо-

сти. Места объявления пере-

менных. Глобальная и локаль-

ная переменная. Правила за-

писи переменных. Константы 

в языке С и их типы. Меха-

низм суффиксов. Восьмерич-

ные и шестнадцатеричные 

константы. Двоичная запись 

шестнадцатеричных чисел. 

Строковые и символьные  



константы. Особенность их 

представления. Нулевой байт. 

Управляющие символы и кон-

станты. Символьные перемен-

ные и строки. Одномерный 

массив. Основная форма ини-

циализации переменной. Ини-

циализация локальных  и гло-

бальных переменных. Стати-

ческая и динамическая иници-

ализация.  Программа на язы-

ке С. Консольные приложе-

ния, шаблон консольного при-

ложения,  консольное окно, 

библиотечные функции, глав-

ная функция, управляющая 

строка.  Синтаксическая 

ошибка. Методика поиска и 

устранения ошибок. Програм-

ма на языке С.  Программиро-

вание линейных алгоритмов 

Программирование на VHDL 

в  САПР "Ковчег 3.02" RS- и  

D- триггеров.  Программиро-

вание на VHDL в САПР "Ков-

чег 3.02" RS- и  D- триггеров и 

др. устройств.  Программиро-

вание разветвляющихся алго-

ритмов Программирование с 

использованием динамиче-

ских двумерных массивов 

Программирование с исполь-

зованием одномерных масси-

вов Программирование с ис-

пользованием строк Програм-

мирование с использованием 

структур Программирование с 

использованием функций 

Программирование цикличе-

ских алгоритмов Проектиро-

вание топологии библиотеч-

ного элемента БМК серии 

5503 и исправление ошибок 

ввода логической схемы 8-

канального таймера. Ввод 

структурной VHDL модели 

XOR 5_1 в  САПР "Ковчег 

3.02". Система автоматизиро-

ванного проектирования 

"Ковчег 3.02". Схемы одно-

разрядных двоичных сумма-

тора и полусумматора. Состо-

яние и проблемы развития 

современных САПР СБИС. 

Кризис проектирования. Тре-

бования к САПР СБИС нового 

поколения. Основные тенден-

ции развития современных 

САПР. Уровень развития 

САПР. Маршрут проектиро-

вания аналоговых и смешан-

ных СБИС. Блок схема основ-

ных стадий проектирования 

аналоговых и смешанных 

СБИС. САПР радиотехниче-

ских интегральных схем. Раз-

витие САПР цифровых СБИС. 

Развитие САПР радиотехни-



ческих схем.  Темы самостоя-

тельной работы формулиру-

ются преподавателем по ре-

зультатом контрольных 

недель и работ. Функции язы-

ка С. Правила записи функ-

ций. Прототип функции. Тело 

функции. Функции языка С. 

Правила записи функций. 

Формальные и фактические 

параметры функции. Основная 

форма описания функции в 

языке С. Оператор return. Точ-

ка с запятой, скобки и ком-

ментарии. Составной опера-

тор. Правила расположения 

операторов и записи иденти-

фикаторов. Исходный текст, 

объектный код, компоновщик, 

библиотека, время компиля-

ции, время выполнения. 

ПК.3/НИ у8. владеть практи-

ческими навыками 

работы с программ-

ными пакетами ма-

тематического мо-

делирования 

 

Ввести в графическом виде и в 

виде VHDL-модели устрой-

ство в  САПР "Ковчег 3.02".  

Ввод принципиальной логиче-

ской схемы и разработка то-

пологии 8-канального тайме-

ра. Входной контроль знаний 

и умений по информатике. 

Выражения. Правила автома-

тического приведения типов. 

Конструкция "приведение". 

Пример создания простого 

графического приложения на 

Visual С++ 6.0. Функция вво-

да. Форматированный ввод. 

Прототип этой функции. Ко-

манды формата. Задание мно-

жества поиска. Функция вы-

вода. Форматированный вы-

вод. Прототип этой функции. 

Команды формата.   Знаком-

ство с TCAD Sentaurus: моде-

лирование технологии изго-

товления полупроводникового 

диода. Множественные вы-

числительные эксперименты в 

TCAD Sentaurus. Моделирова-

ние вольт-амперных характе-

ристик полупроводникового 

диода. Операции языка С. 

Знаки операций языка С. Зна-

ки операций препроцессора. 

Пять дополнительных опера-

ций в С++. Операнды. Поря-

док выполнения и приоритет 

операций. Арифметические 

операции языка С. Префикс-

ная и постфиксная формы. 

Старшинство арифметических 

операций. Операции отноше-

ния и логические операции. 

Их старшинство. Таблицы 

истинности.   Переменные, 

константы, операции и выра-

жения. Правила записи иден-

тификаторов. Базовые типы 

данных и их характеристика. 

1 семестр 

РГЗ, разделы 1-4 

 

2 семестр. 

Защита отчётов по 

лабораторным 

работам № 1 – 5. 

 

 

 

 

1 семестр 

Зачет, вопросы 1-23, 

1-10 

 

2 семестр. 

Зачет, все задания. 

 

3 семестр 

Зачет, вопросы 1-10, 

1-10 

 



Правила построения типов 

данных.  Модификаторы и 

правила их применения. 

Научный формат. Интервалы 

изменения. Обратный код. 

Основная форма объявления 

переменных и отображение их 

в памяти.  Правило видимо-

сти. Места объявления пере-

менных. Глобальная и локаль-

ная переменная. Правила за-

писи переменных. Константы 

в языке С и их типы. Меха-

низм суффиксов. Восьмерич-

ные и шестнадцатеричные 

константы. Двоичная запись 

шестнадцатеричных чисел. 

Строковые и символьные  

константы. Особенность их 

представления. Нулевой байт. 

Управляющие символы и кон-

станты. Символьные перемен-

ные и строки. Одномерный 

массив. Основная форма ини-

циализации переменной. Ини-

циализация локальных  и гло-

бальных переменных. Стати-

ческая и динамическая иници-

ализация.  Программа на язы-

ке С. Консольные приложе-

ния, шаблон консольного при-

ложения,  консольное окно, 

библиотечные функции, глав-

ная функция, управляющая 

строка.  Синтаксическая 

ошибка. Методика поиска и 

устранения ошибок. Програм-

ма на языке С.  Программиро-

вание линейных алгоритмов 

Программирование на VHDL 

в  САПР "Ковчег 3.02" RS- и  

D- триггеров.  Программиро-

вание на VHDL в САПР "Ков-

чег 3.02" RS- и  D- триггеров и 

др. устройств.  Программиро-

вание разветвляющихся алго-

ритмов Программирование с 

использованием динамиче-

ских двумерных массивов 

Программирование с исполь-

зованием одномерных масси-

вов Программирование с ис-

пользованием строк Програм-

мирование с использованием 

структур Программирование с 

использованием функций 

Программирование цикличе-

ских алгоритмов Проектиро-

вание топологии библиотеч-

ного элемента БМК серии 

5503 и исправление ошибок 

ввода логической схемы 8-

канального таймера. Ввод 

структурной VHDL модели 

XOR 5_1 в  САПР "Ковчег 

3.02". Система автоматизиро-

ванного проектирования 

"Ковчег 3.02". Схемы одно-



разрядных двоичных сумма-

тора и полусумматора. Сквоз-

ное TCAD-моделирование 

ВАХ биполярного транзисто-

ра. Сквозное TCAD-

моделирование ВАХ МДП-

транзистора на напряжённом 

кремнии. Темы самостоятель-

ной работы формулируются 

преподавателем по результа-

том контрольных недель и 

работ. Функции языка С. Пра-

вила записи функций. Прото-

тип функции. Тело функции. 

Функции языка С. Правила 

записи функций. Формальные 

и фактические параметры 

функции. Основная форма 

описания функции в языке С. 

Оператор return. Точка с запя-

той, скобки и комментарии. 

Составной оператор. Правила 

расположения операторов и 

записи идентификаторов. Ис-

ходный текст, объектный код, 

компоновщик, библиотека, 

время компиляции, время вы-

полнения. 

ПК.3/НИ у11. уметь приме-

нять современные 

методы расчета и 

анализа нано- и 

микросистем 

 

Sentaurus Device: создание 

командного файла - особенно-

сти языка, логическая струк-

тура и основные команды. 

Sentaurus Process: создание 

командного файла - головная 

часть, имплантация и диффу-

зия. Sentaurus Process: созда-

ние командного файла - окис-

ление, травление, осаждение, 

фотолитография и вспомога-

тельные команды. Sentaurus 

Process: создание командного 

файла - состав языка и систе-

мы координат. Введение в 

приборно-технологическое 

моделирование. Особенности 

TCAD Sentaurus. Ввод прин-

ципиальной логической схемы 

и разработка топологии 8-

канального таймера. Про-

граммирование на VHDL в  

САПР "Ковчег 3.02" RS- и  D- 

триггеров.  Программирование 

на VHDL в САПР "Ковчег 

3.02" RS- и  D- триггеров и др. 

устройств.  Проектирование 

топологии библиотечного 

элемента БМК серии 5503 и 

исправление ошибок ввода 

логической схемы 8-

канального таймера. Ввод 

структурной VHDL модели 

XOR 5_1 в  САПР "Ковчег 

3.02". Система автоматизиро-

ванного проектирования 

"Ковчег 3.02". Схемы 

одноразрядных двоичных 

сумматора и полусумматора. 

1 семестр 

РГЗ, разделы 1-4 

 

2 семестр 

РГЗ 

 

1 семестр 

Зачет, вопросы 1-23, 

1-10 

 

2 семестр. 

Зачет, все задания. 

 

3 семестр 

Зачет, вопросы 1-10, 

1-10 

 



2. Методика оценки этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 1 семестре – в форме дифференцирован-

ного зачета, во 2 семестре – в форме дифференцированного зачета, в 3 семестре – в форме зачета, 

который направлен на оценку сформированности компетенций ПК.1/НИ, ПК.3/НИ. 

Зачёты 1 и 3 семестра проводятся в письменной форме, по билетам. 

Зачёт 2 семестра проводится в письменной (практической) форме, по билетам. Билеты составля-

ются из заданий, приведённых в паспорте зачёта, позволяющих оценить показатели сформирован-

ности соответствующих компетенций. 

Кроме того, сформированность компетенций проверяется при проведении мероприятий текущего 

контроля, указанных в таблице раздела 1. 

В 1 семестре обязательным этапом текущей аттестации является расчетно-графическое задание 

(работа) (РГЗ). Требования к выполнению РГЗ, состав и правила оценки сформулированы в пас-

порте РГЗ. 

Во 2 семестре обязательным этапом текущей аттестации является расчетно-графическое задание 

(работа) (РГЗ). Требования к выполнению РГЗ, состав и правила оценки сформулированы в пас-

порте РГЗ. 

Общие правила выставления оценки по дисциплине определяются балльно-рейтинговой системой, 

приведенной в рабочей программе учебной дисциплины. 

На основании приведенных далее критериев можно сделать общий вывод о сформированности 

компетенций ПК.1/НИ, ПК.3/НИ, за которые отвечает дисциплина, на разных уровнях. 

Общая характеристика уровней освоения компетенций. 

Ниже порогового. Уровень выполнения работ не отвечает большинству основных требований, 

теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы могут носить существенный характер, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы не достаточно, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены или вы-

полнены с существенными ошибками. 

Пороговый. Уровень выполнения работ отвечает большинству основных требований, теоретиче-

ское содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необхо-

димые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, боль-

шинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

Базовый. Уровень выполнения работ отвечает всем основным требованиям, теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоен-

ным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом бал-

лов, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

Продвинутый. Уровень выполнения работ отвечает всем требованиям, теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выпол-

нены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 



Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный технический университет» 
Кафедра полупроводниковых приборов и микроэлектроники 

 

Паспорт зачета  

по дисциплине «Компьютерные технологии в научных 

исследованиях», 1 семестр 

 

1. Методика оценки 

Зачет проводится в письменной форме, по билетам. Билет 

формируется по следующему правилу: первый вопрос выбирается из 

диапазона теоретических вопросов _1-23_, второй вопрос из 

диапазона практических вопросов _1-10_ (список вопросов приведен 

ниже). В ходе зачета преподаватель вправе задавать студенту 

дополнительные вопросы из общего перечня (п. 4). 

Форма билета для зачета 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет РЭФ 

Билет № 1 

к зачету по дисциплине «Компьютерные технологии в научных 

исследованиях» 

__________________________________________________________ 

Вопрос 1. Программа на языке С. Привести пример простейшей 

программы на Microsoft Visual С++ 6.0 и описать еѐ, в т.ч. порядок 

работы с ней. 

Вопрос 2. Вариант № 1. 

 

            Утверждаю: зав. кафедрой ППиМЭ________ Гайслер В.А. 

                                                                          (подпись) 

                                                                  Дата ____________ 2017г. 

 

 

 



2. Критерии оценки 

• Ответ на билет для зачета считается неудовлетворительным, 

если студент при ответе на вопросы не дает определений 

основных понятий, не способен составить блок-схему алгоритма 

решения поставленной задачи, при решении задачи допускает 

синтаксические ошибки, оценка составляет __0-9__ баллов. 

• Ответ на билет для зачета засчитывается на пороговом уровне, 

если студент при ответе на вопросы дает определение основных 

понятий, способен составить блок-схему алгоритма решения 

поставленной задачи, при решении задачи допускает 

непринципиальные ошибки, например, логические ошибки, 

оценка составляет _10-13_ баллов. 

• Ответ на билет для зачета билет засчитывается на базовом 

уровне, если студент при ответе на вопросы формулирует 

основные понятия, способен составить блок-схему алгоритма 

решения поставленной задачи, при решении задачи допускает 

ошибки, оценка составляет _14-17__ баллов. 

• Ответ на билет для зачета билет засчитывается на продвинутом 

уровне, если студент при ответе на вопросы проводит 

сравнительный анализ подходов к решению поставленной задачи, 

предлагает возможные другие подходы к решению задачи, не 

допускает ошибок и способен обосновать выбор метода решения 

задачи, оценка составляет _18-20_ баллов. 

 

3. Шкала оценки 

 

Зачет считается сданным,  если сумма баллов по всем заданиям 

билета оставляет не менее _10__ баллов (из _20_ возможных). 

Правила аттестации приведены в рабочей программе дисциплины. 

В общей оценке по дисциплине баллы за зачет учитываются в 

соответствии с правилами балльно-рейтинговой системы, 

приведенными в рабочей программе дисциплины. 

 

4. Вопросы к зачету по дисциплине «Компьютерные 

технологии в научных исследованиях» 

 

 

Теоретический вопрос 



 

1. Программа на языке С. Привести пример простейшей 

программы на Microsoft Visual С++ 6.0 и описать её, в т.ч. порядок 

работы с ней. 

2. Консольные приложения, шаблон консольного приложения,  

консольное окно, библиотечные функции, главная функция, 

управляющая строка.  Привести примеры. 

3. Синтаксическая ошибка. Методика поиска и устранения 

ошибок. Привести примеры. 

4. Программа на языке С. Привести пример простейшей 

программы на Microsoft Visual С++ 6.0, которая позволяет вводить 

информацию с клавиатуры во время выполнения программы и 

описать её. 

5. Функции языка С. Правила записи функций. Прототип 

функции. Тело функции. Пример программы, содержащей 

несколько функций без аргументов. 

6. Функции языка С. Правила записи функций. Формальные и 

фактические параметры функции. Пример программы, содержащей 

несколько функций с аргументами. 

7. Основная форма описания функции в языке С. Оператор 

return. Пример программы, возвращающей значение функции. 

8. Точка с запятой, скобки и комментарии. Составной оператор. 

Правила расположения операторов и записи идентификаторов. 

9. Исходный текст, объектный код,  компоновщик, библиотека, 

время компиляции, время выполнения. 

10.  Переменные, константы, операции и выражения. Правила 

записи идентификаторов.  

11.  Базовые типы данных и их характеристика. 

12.  Правила построения типов данных.  Модификаторы и 

правила их применения. Научный формат. Интервалы изменения. 

Обратный код. Привести примеры. 

13.  Пример программы, показывающий различие целых чисел со 

знаком и без знака с пояснениями. 

14.  Основная форма объявления переменных и отображение их в 

памяти.  Правило видимости. Места объявления переменных. 

Глобальная и локальная  переменная. Правила записи переменных. 

15.  Константы в языке С и их типы. Привести примеры. 

Механизм суффиксов. 



16.  Восьмеричные и шестнадцатеричные константы. Двоичная 

запись шестнадцатеричных чисел.  

17.  Строковые и символьные  константы. Особенность их 

представления. Нулевой байт. 

18.  Управляющие символы и  константы.  

19.  Символьные переменные и строки. Одномерный массив. 

Пример программы ввода строки с клавиатуры. 

20.  Основная форма инициализации переменной. Инициализация 

локальных  и глобальных переменных. Статическая и динамическая 

инициализация. 

21.  Выражение. Правила автоматического приведения типов. 

Конструкция "приведение". Привести примеры. 

22.  Пример создания простого графического приложения на 

Visual С++ 6.0.  Формирование каркаса проекта. 

23.  Пример создания простого графического приложения на 

Visual С++ 6.0.  Добавление нескольких линий (Формирование 

каркаса проекта опустить). 

 

Практический вопрос 

 

ВАРИАНТЫ 

Вариант № 1. 

 
Вариант № 2. 

 

 

Вариант № 3. 



 

 

Вариант № 4. 

 
Вариант № 5. 

 
Вариант № 6.  

 
Вариант № 7. 

 
Вариант № 8. 

 
Вариант № 9. 

 
Вариант № 10. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Новосибирский государственный технический университет» 

Кафедра полупроводниковых приборов и микроэлектроники 

 

Паспорт  

расчетно-графического задания  

по дисциплине «Компьютерные технологии в научных исследованиях», 1 семестр 

 

1. Методика оценки 

 

В рамках расчетно-графического задания по дисциплине студенты должны 

разработать 6 программ на языке программирования С++. 

При выполнении расчетно-графического задания студенты должны 

проанализировать задание на разработку программы на С++, выбрать или разработать 

алгоритмы решения поставленной задачи.  

Обязательные структурные части РГЗ. 

1. Задание. 

2. Блок-схема алгоритма. 

3. Текст программы на С++. 

4. Скриншоты тестирования программы. 

5. Выводы. 

 

Оцениваемые позиции: 

Наличие обязательных структурных частей РГЗ. 

Правильность работы программ. 

2. Критерии оценки 

 

• Работа считается не выполненной, если выполнены не все части РГЗ, отсутствует 

скрикшот с правильным решением поставленной задачи, есть логические и 

синтаксические ошибки при трансляции программы, оценка составляет __менее 5__ 

баллов. 
• Работа считается выполненной на пороговом уровне, если части РГЗ выполнены 

формально: анализ блок схемы алгоритма отсутствует, результата тестирования 

недостаточно обоснованы, оценка составляет составляет _5-6,5_ баллов. 

• Работа считается выполненной на базовом уровне, если анализ блок схемы алгоритма 

выполнен в полном объеме, результата тестирования обоснованы, алгоритмы 

разработаны ,но не оптимизированы, оценка составляет _6,6-8,5__ баллов. 

• Работа считается выполненной на продвинутом уровне, если анализ блок схемы 

алгоритма выполнен в полном объеме, результата тестирования обоснованы, 

алгоритмы разработаны и оптимизированы, оценка составляет _8,6-10__ баллов. 

 

3. Шкала оценки 

В общей оценке по дисциплине баллы за РГЗ учитываются в соответствии с правилами 

балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины.  



 

4. Примерный перечень тем РГЗ 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Новосибирский государственный технический университет» 

Кафедра полупроводниковых приборов и микроэлектроники 

Паспорт зачёта 

по дисциплине «Компьютерные технологии в научных исследованиях», 2 семестр 

1. Методика оценки 

На зачёте 2 семестра дисциплины «Компьютерные технологии в научных иссле-

дованиях» студентам необходимо провести приборно-технологическое моделирование 

полевого транзистора с управляющим p-n-переходом (ПТУП) в среде TCAD Sentaurus. 

В ходе выполнения задания требуется: 

– разработать технологический маршрут изготовления ПТУП, выполненного по 

планарно-эпитаксиальной технологии (двумерное изображение структуры транзистора с 

размерами и обозначениями прилагается); 

– написать и отладить код входного командного файла для программы технологи-

ческого моделирования SProcess; 

– написать и отладить код входного командного файла для программы электро-

физического моделирования SDevice; 

– предусмотреть при создании проекта возможность проведения множественных 

вычислительных экспериментов с варьированием дозы и энергии имплантации, времени и 

температуры отжига; 

– подобрать соответствующие дозы и энергии имплантации, времена и темпера-

туры отжига для получения заданных глубин залегания p-n-переходов и поверхностных 

концентраций в зависимости от номера варианта (билета); 

– рассчитать вольт-амперные характеристики разработанного ПТУП и определить 

соответствующее напряжение отсечки. 

На проверку преподавателю необходимо предоставить: 

– последовательность двумерных изображений в программе SVisual, отображаю-

щих процесс формирования структуры транзистора; 

– изображение конечной структуры ПТУП с контактами и расчётной сеткой; 

– одномерные профили распределения активной примеси в областях канала и ис-

ток-стоков транзистора в программе Inspect; 

– рассчитанные величины поверхностной концентрации, глубины залегания p-n-

перехода и поверхностного сопротивления для областей затвора и исток-стоков; 

– рассчитанную передаточную ВАХ с соответствующим напряжением отсечки. 

Примечание: 

Индивидуальные варианты задания на моделирование полупроводникового тран-

зистора содержат численные данные, определяющие аппроксимационные профили леги-

рования исследуемой структуры. Размеры области моделирования, а также недостающие 

параметры следует определить по исходным данным самостоятельно, исходя из разумных 

соображений. При формировании структуры ПТУП необходимо предусмотреть достаточ-

ное расстояние между сильно легированными диффузионными областями затвора и ис-

ток-стоков для предотвращения их смыкания. При настройке расчётной сетки изначально 

не следует делать её слишком мелкой в целях ускорения процесса расчёта и отладки 

маршрута. Проект следует разбить на несколько частей с помощью команды #split для 

его последовательного исполнения и своевременного исправления ошибок. При модели-

ровании ВАХ желательно просчитывать не менее 15 точек, чтобы соответствующие гра-

фики имели сглаженный вид. Ширина проектируемых структур (параметр areafactor) 

должна быть примерно в 3 – 5 раз больше, чем длина активной области (затвора). 



Форма билета для зачёта 
_________________________________________________________________________________ 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет РЭФ 

 

Билет № 1 

к зачёту по дисциплине «Компьютерные технологии в научных исследованиях» 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

вари- 

анта 

Исток-сток Канал Затвор Подложка 

ND0, 

см
-3

 

YSD, 

мкм 

ND, 

см
-3

 

d, 

мкм 

L, 

мкм 

NA0, 

см
-3

 

YG, 

мкм 

NA, 

см
-3

 

1 2e19 0,3 1e16 1,4 5,0 8e18 0,5 9e14 

 

Утверждаю: зав. кафедрой  ____________________  д.ф.-м.н., Гайслер В.А. 
(подпись) 

____________________ 
(дата) 

_________________________________________________________________________________ 

2. Критерии оценки 

Ответ на билет зачёта считается неудовлетворительным, если задание выполне-

но неправильно, большинство требований не соблюдены, отсутствуют двумерные изоб-

ражения процесса формирования структуры транзистора, отсутствуют одномерные про-

фили распределения примеси в областях затвора и исток-стоков, не произведён расчёт по-

верхностного сопротивления, не проведено моделирование ВАХ исследуемого транзисто-

ра и не рассчитано напряжение отсечки. Оценка составляет менее 10 баллов. 

Ответ на билет зачёта засчитывается на пороговом уровне, если, как минимум, 

проведено технологическое моделирование структуры ПТУП (с возможным наличием не-

существенных ошибок), большинство требований к выполнению задания соблюдены, от-

сутствуют профили распределения примеси в областях затвора и исток-стоков, не произ-

ведён расчёт поверхностного сопротивления, не проведено моделирование ВАХ транзи-

стора и не рассчитано напряжение отсечки. Оценка составляет 10 – 13 баллов. 

Ответ на билет зачёта засчитывается на базовом уровне, если проведено техноло-

гическое моделирование ПТУП, большинство требований к выполнению соблюдены, 

присутствуют профили распределения примеси в областях затвора и исток-стоков, произ-

ведён расчёт поверхностного сопротивления, моделирование ВАХ транзистора выполнено 

не полностью и не рассчитано напряжение отсечки. Оценка составляет 14 – 17 баллов. 

Ответ на билет зачёта засчитывается на продвинутом уровне, если выполнено 

технологическое и электрофизическое моделирование структуры ПТУП, все требования к 

выполнению задания соблюдены, присутствуют двумерные изображения процесса фор-

мирования структуры транзистора, присутствуют одномерные профили распределения 

примеси в областях затвора и исток-стоков, произведён расчёт поверхностного сопротив-

ления, проведено моделирование ВАХ исследуемого транзистора и рассчитано напряже-

ние отсечки. Оценка составляет 18 – 20 баллов. 

3. Шкала оценки 

В общей оценке по дисциплине баллы за зачёт учитываются в соответствии с пра-

вилами балльно-рейтинговой системы, приведёнными в рабочей программе. 



4. Примерные варианты заданий к зачёту 

по дисциплине «Компьютерные технологии в научных исследованиях» 

Варианты ПТУП 

№ 

вари- 

анта 

Исток-сток Канал Затвор Подложка 

ND0, 

см
-3

 

YSD, 

мкм 

ND, 

см
-3

 

d, 

мкм 

L, 

мкм 

NA0, 

см
-3

 

YG, 

мкм 

NA, 

см
-3

 

1 2e19 0,3 1e16 1,4 5,0 8e18 0,5 9e14 

2 5e19 0,2 2e16 1,2 3,0 7e18 0,4 8e14 

3 4e19 0,2 3e16 1,2 1,0 9e18 0,5 7e14 

4 1e19 0,3 2e16 1,6 2,0 1e19 0,6 6e14 

5 3e19 0,5 3e16 1,4 4,0 6e18 0,6 1e15 

6 6e18 0,4 1e16 1,6 2,0 3e18 0,6 7e14 

7 5e18 0,5 5e16 2,0 1,0 1e18 0,7 6e14 

8 9e18 0,4 4e16 1,8 5,0 4e18 0,7 9e14 

9 7e18 0,6 4e16 1,8 3,0 5e18 0,7 8e14 

10 8e18 0,6 5e16 2,0 4,0 2e18 0,8 1e15 

ND0 – максимальная концентрация доноров в исток-стоках; YSD – глубина залегания исток-

стоковых p-n-переходов; ND – концентрация доноров в канале; d – толщина эпитаксиаль-

ной пленки; L – длина затвора; NA0 – максимальная концентрация акцепторов в затворе;  

YG – глубина залегания p-n-перехода затвора; NA – концентрация акцепторов в подложке. 

Структура ПТУП 

d

p-Si

Y

n-эпитаксиальный слой

Y
G

G

p+

L

Y
S

D

S

n+

D

Xn+

Bulk
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высшего образования 
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Паспорт  

расчетно-графического задания (работы) 

по дисциплине «Компьютерные технологии в научных исследованиях», 2 семестр 

1. Методика оценки 

В качестве расчетно-графической работы 2 семестра дисциплины «Компьютер-

ные технологии в научных исследованиях» студентам необходимо подготовить реферат. 

Темы рефератов предлагаются преподавателем на выбор в соответствии с общей темати-

кой дисциплины. 

Обязательные структурные части реферата: 

1) Титульный лист; 

2) Содержание; 

3) Введение; 

4) История развития по теме; 

5) Основная часть; 

6) Современное состояние вопроса; 

7) Заключение. 

Общий объём реферата: 20 – 40 страниц. 

Оцениваемые позиции: соответствие требуемому объёму, содержательность, пол-

нота раскрытия темы, структура и качество оформления. 

2. Критерии оценки 

Работа считается невыполненной, если объём реферата меньше минимально до-

пустимого, должным образом не раскрыта тема реферата, вопрос рассмотрен поверхност-

но, большинство требований к структуре и оформлению реферата не соблюдены. Оценка 

составляет менее 7 баллов. 

Работа считается выполненной на пороговом уровне, если объём реферата соот-

ветствует минимальному, должным образом не раскрыта тема реферата, вопрос рассмот-

рен поверхностно, большинство требований к структуре и оформлению реферата соблю-

дены. Оценка составляет 7 – 9 баллов. 

Работа считается выполненной на базовом уровне, если объём реферата соответ-

ствует среднему значению от допустимого объёма, тема реферата раскрыта не полностью, 

большинство требований к структуре и оформлению реферата соблюдены. Оценка со-

ставляет 10 – 11 баллов. 

Работа считается выполненной на продвинутом уровне, если объём реферата со-

ответствует или близок к максимальному, тема реферата раскрыта полностью, требования 

к структуре и оформлению реферата соблюдены. Оценка составляет 12 – 13 баллов. 

3. Шкала оценки 

В общей оценке по дисциплине баллы за РГЗ(Р) учитываются в соответствии с 

правилами балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе. 



4. Примерный перечень тем рефератов 

  1. «Современные материалы микро- и наноэлектроники». 

  2. «Интегральные биполярные транзисторы». 

  3. «Гетероструктурные биполярные транзисторы». 

  4. «Интегральные МДП-транзисторы». 

  5. «МДП-транзисторы на напряженном кремнии». 

  6. «Fin-FET транзисторы». 

  7. «Транзисторы с высокой подвижностью носителей заряда (HEMT)». 

  8. «Особенности Silvaco TCAD». 

  9. «Метод Монте-Карло в моделировании». 

10. «Диффузионно-дрейфовая модель полупроводникового прибора». 

11. «Термодинамическая модель полупроводникового прибора». 

12. «Гидродинамическая модель полупроводникового прибора». 
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Паспорт зачета  

по дисциплине «Компьютерные технологии в научных 

исследованиях», 3 семестр 

 

1. Методика оценки 

Зачет проводится в письменной форме, по билетам. Билет 

формируется по следующему правилу: первый вопрос выбирается из 

диапазона практических вопросов _1-10_, второй вопрос из диапазона 

другой группы практических вопросов _1-10_ (список вопросов 

приведен ниже). В ходе зачета преподаватель вправе задавать 

студенту дополнительные вопросы из общего перечня (п. 4). 

 

Форма билета для зачета 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет РЭФ 

 

Билет № 1 

к зачету по дисциплине «Компьютерные технологии в научных 

исследованиях»,  

__________________________________________________________ 

Вопрос 1. Состояние и проблемы развития современных САПР 

СБИС. 

Вопрос 2. Вариант № 1. 

 

            Утверждаю: зав. кафедрой ППиМЭ________ Гайслер В.А. 

                                                                          (подпись) 

                                                                  Дата ____________ 2017г. 

 

 



2. Критерии оценки 

• Ответ на билет для зачета считается неудовлетворительным, 

если студент при ответе на вопросы не дает определений 

основных понятий, не способен составить блок-схему алгоритма 

решения поставленной задачи, при решении задачи допускает 

синтаксические ошибки, оценка составляет __0-9__ баллов. 

• Ответ на билет для зачета засчитывается на пороговом уровне, 

если студент при ответе на вопросы дает определение основных 

понятий, способен составить блок-схему алгоритма решения 

поставленной задачи, при решении задачи допускает 

непринципиальные ошибки, например, логические ошибки, 

оценка составляет _10-13_ баллов. 

• Ответ на билет для зачета билет засчитывается на базовом 

уровне, если студент при ответе на вопросы формулирует 

основные понятия, способен составить блок-схему алгоритма 

решения поставленной задачи, при решении задачи допускает 

ошибки, оценка составляет _14-17__ баллов. 

• Ответ на билет для зачета билет засчитывается на продвинутом 

уровне, если студент при ответе на вопросы проводит 

сравнительный анализ подходов к решению поставленной задачи, 

предлагает возможные другие подходы к решению задачи, не 

допускает ошибок и способен обосновать выбор метода решения 

задачи, оценка составляет _18-20_ баллов. 

 

3. Шкала оценки 

Зачет считается сданным,  если сумма баллов по всем заданиям 

билета оставляет не менее _10__ баллов (из _20_ возможных). 

Правила аттестации приведены в рабочей программе дисциплины. 

В общей оценке по дисциплине баллы за зачет учитываются в 

соответствии с правилами балльно-рейтинговой системы, 

приведенными в рабочей программе дисциплины. 

 

4. Вопросы к зачету по дисциплине «Компьютерные 

технологии в научных исследованиях»,  

Теоретический вопрос (Вопрос № 1) 

 

1. Состояние и проблемы развития современных САПР СБИС. 

2. Кризис проектирования. 



3. Традиционные методы описания проектов БИС. 

4. Типы и уровни описания cложных проектов БИС. 

5. Области применения методов проектирования. 

6. Основные концепции языка VHDL.  Первая концепция языка 

VHDL. Анализ проекта. Детализация. 

7. Симуляция. 

8. Синтез.  Вторая концепция  языка VHDL. 

9. Стандартный язык HDL высокоуровневого моделирования.  

VHDL-AMS. 

10. Структурный подход и поведенческий подход.  Операторы 

LIBRARY, USE,  ENTITY. Блоки ARCHITECTURE, 

C0NFIGURATI0N. 

11. Основные операторы языка.  Сигнал. 

12. Тестирование. Регрессионное тестирование.  

13. Особенности языка VHDL.  Последовательные операторы. 

14. Проблемно-ориентированный компонент.  Параллельные 

операторы. 

15. Синтезируемое подмножество языков HDL. Основные 

синтезируемые конструкции. Неподдерживаемые и игнорируемые 

конструкции. 

16. Алфавит языка VHDL.  Комментарии.  Числа.  Символы.  

Строки. 

17. Типы данных.  Простые типы.  Сложные типы. 

18. Общая структура VHDL-описания.  Синтаксис и назначение 

элементов декларации интерфейса. 

19. Примеры оформления интерфейса и архитектуры проекта и 

структурного описания. 

20. Основные элементы VHDL. Синтаксис.  

21. Характеристика объектов VHDL. Атрибуты. Компоненты. 

 

 

Практический вопрос (Вопрос № 2) 

 

Общее задание: Разработать поведенческую модель 

устройства по варианту. Привести в отчете по зачету ТИ 

устройства и скриншоты результатов моделирования 

работы устройства (временные диаграммы) и описать 

результат сравнения ТИ и временных диаграмм.  Сдать 

файл отчёта и файл MAXplus+2, выслав по e-mail. 



 

ВАРИАНТЫ 

Вариант № 1. 

 

 
 

Вариант № 2. 

 

Вариант № 3. 

 

Вариант № 4. 

 
Вариант № 5. 

 

 
Вариант № 6. 

 
Вариант № 7. 

 
Вариант № 8. 

 



Вариант № 9. 

 
Вариант № 10. 

 
 


